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Beschreibung 

Verfahren zur Herstellung von eingebetteten nicht f lucht igen 
Halbleiterspeicherzellen 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur 
Herstellung von eingebetteten nichtf lucht igen Halbleiterspei- 
cherzellen und insbesondere auf ein Verfahren zur Herstellung 
von nichtf luchtigen Speicher zellen in einer Halbleiterschal- 
tung mit zumindest einem Hochvoltbereich und einem Logikbe- 
reich , 

Zur Herstellung von eingebetteten bzw. sogenannten nicht- 
fluchtigen Halbleiterspeicherzellen in Halbleiterschal tungen, 
die beispielsweise einen Logikteil und einen Hochspannungs- 
teil aufweisen, werden verschiedene Typen von Transistoren in 
den jeweiligen Schaltungsteilen bzw. Bereichen benotigt , . um 
die unterschiedlichen, zum Teil gegensat zlichen Anf orderungen 
zu erfullen. Beispielsweise mussen Transistoren in einem 
nichtf luchtigen Speicherbereich eine Tunnelschicht , eine la- 
dungsspeichernde Schicht, eine Koppelschicht und eine Steuer- 
schicht aufweisen um sogenannte Ein- oder Mehrtransistorspei- 
cherzellen zu realisieren. Demgegenuber bestehen Transistoren 
in einem Logikteil bzw. Logikbereich lediglich aus einer Ga- 
teoxidschicht und einer Steuerschicht , so dass zumindest im 
Logikbereich die ladungsspeichernde Schicht und die Koppel- 
schicht wieder abgelost werden mussen. 

Insbesondere in einem Logikbereich ist eine derartige teil- 
weise Ablosung der Koppelschicht problemat isch, da sich 
Strukturen im Submikrometerbereich nicht mehr oder aufterst 
schwierig nasschemisch st rukturieren lassen. Bei Verwendung 
von Trockenat zprozessen wird jedoch ein Einkristall eines 
verwendeten Substrats durch Einbau von Versetzungen und 
Fremdatomen in der kritischen obersten Schicht gestort, wo- 
durch sich insbesondere bei der Ausbildung einer nachfolgen- 




den Gateoxidschicht Probleme ergeben. Genauer gesagt fuhren 
diese Storstellen zu Schwachstellen in der Gateoxidschicht. 

Insbesondere an die Zuverlassigkeit von Schichten im Logikbe- 
reich hinsichtlich einer Durchbruchsf est igkei t werden jedoch 
hochste Anf orderungen gestellt, da sie die elektrischen Ei- 
genschaften der Halbleiterschaltung maftgeblich beeinf lussen . 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu Grunde ein Verfahren 
zur Herstellung von eingebetteten nicht f lucht igen Halbleiter- 
speicherzellen zu schaffen, mit dem eine Zuverlassigkeit ei- 
ner Schaltung zumindest in einem Logikbereich verbessert ist. 

Erf indungsgemaii wird diese Aufgabe durch die Mafinahmen des 
Patentanspruchs 1 gelost . 

Insbesondere durch Ausbilden einer ersten Isolierschicht auf 
einem Substrat in einem Hochvoltbereich, einem Speicherbe- 
reich und einem Logikbereich, einem Entfernen der ersten Iso- 
lierschicht im Speicherbereich, einem Ausbilden einer zweiten 
Isolierschicht im Hochvolt-, Speicher- und Logikbereich, ei- 
nem Ausbilden und Strukturieren einer ladungsspeichernden 
Schicht mit einer dritten Isolierschicht, einem Entfernen der 
ersten bis dritten Isolierschicht sowie der ladungsspeichern- 
den Schicht im Logikbereich, einem Ausbilden einer vierten 
Isolierschicht, und einem Ausbilden und Strukturieren einer 
leitenden Steuerschicht konnen eingebettete nicht f lucht ige 
Halbleiterspeicherzellen in einer Halbleiterschaltung mit ei- 
nem Hochvoltbereich und einem Logikbereich derart ausgebildet 
werden, dass die Schichten und elektrischen Eigenschaf ten 
insbesondere im Logikbereich hochsten Anf orderungen gerecht 
werden . 

Vorzugsweise wird hierbei zunachst die ladungsspeichernde 
Schicht strukturiert und anschliefiend die dritte Isolier- 
schicht ganzflachig darauf ausgebildet, wodurch sich eine 
verbesserte Seitenwandisolierung fur die ladungsspeichernden 
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Schichtelemente ergibt und die Ladungshaltezeiten verbessert 
werden konnen. 

Vorzugsweise besteht die erste Isolierschicht aus einer 20 
bis 25 nm dicken Oxidschicht, auf der eine ca . 7 bis 10 nm 
dicke Tunneloxidschicht thermisch ausgebildet wird. Die erste 
und zweite Isolierschicht ergeben hierbei gemeinsam eine 
Hochvoltoxidschicht fur die in einem Hochvoltbereich liegen- 
den Schaltelemente bzw. Transistoren . 

Die ladungsspeichernde Schicht besteht aus einer elektrisch 
leitenden oder einer elektrisch nicht leitenden Schicht, wo- 
durch sich unterschiedliche Typen von nicht fluchtigen Halb- 
leiterspeicherzellen realisieren lassen. 

Vorzugsweise wird als dritte Isolierschicht eine ONO-Schich- 
tenfolge ausgebildet, die hervorragende Koppeleigenschaf ten 
bei leichter Hersteilbarkeit realisiert. 

Fur das Entfernen der dritten Isolierschicht und der ladungs- 
speichernden Schicht wird vorzugsweise ein Trockenat zen 
durchgefuhrt. Fur das Entfernen der ersten und zweiten Iso- 
lierschicht wird hingegen ein nasschemisches Atzen durchge- 
fuhrt, wodurch insbesondere im Logikbereich auf einfache und 
kostengunstige Art und Weise eine hochwertige Substratober- 
flache freigelegt werden kann . 

Als vierte Isolierschicht wird mit herkommlichen Verfahren 
eine Gateoxidschicht entweder thermisch ausgebildet oder ab- 
geschieden, wodurch man die fur den Logikteil notwendige Zu- 
verlassigkeit dieser Isolierschicht hinsichtlich Durchbruchs- 
festigkeit erhalt. 



In den weiteren Unteranspruchen sind weitere vorteilhafte 
Ausgestaltungen der Erfindung gekennzeichnet . 
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Die Erfindung wird nachstehend anhand von Ausf uhrungsbeispie- 
len unter Bezugnahem auf die Zeichnung naher beschrieben. 

Es zeigen: 

5 

Figuren 1A bis 4B jeweilige Draufsichten und Schnittansich- 
ten einer Halbleiterschaltung zur Veranschaulichung von Her- 
stellungsschritten gemaft einem ersten Ausf uhrungsbeispiel ; 

10 Figuren 5A und 5B eine Draufsicht und eine Schnittansicht 
der Halbleiterschaltung zur Veranschaulichung von weiteren 
jp Herstellungsschritten gemaft dem ersten Ausf uhrungsbeispiel ; 

Figuren 5C bis 5E jeweilige Schni ttansichten entlang einer 
15 Schnittlinie C-C \ D-D* und E-E * in Figur 5A. 

Figuren 1A und IB zeigen eine jeweilige Draufsicht und eine 
Schnittansicht einer Halbleiterschaltung mit einem Hochspan- 
nungsbereich bzw. Hochvoltbereich HVB, einem nicht f lucht igen 
20 Speicherbereich NSB und einem Logikbereich LB. Gemaft der vor- 
liegenden Erfindung sollen demzufolge nichtf lucht ige Halblei- 
terspeicher zellen in dem nicht f lucht igen Speicherbereich NSB 
ausgebildet werden, wobei gleichzeitig in den weiteren Hoch- 
volt- und Logikbereichen HVB und LB ent sprechende Schaltele- 
V5o mente von Hochvolttransistoren und Logiktransistoren ausge- 
bildet werden sollen. Da diese Schaltelemente wie eingangs 
bereits diskutiert wurde unterschiedliche und oftmals sogar 
gegensatzliche Anf orderungen erfullen mussen, wird nachfol- 
gend eine besonders vorteilhafte Prozessierung insbesondere 
30 zur Realisierung von sogenannten eingebetteten bzw. embedded 
nichtf luchtigen Halbleiterspeicher zellen beschrieben. Die Er- 
findung bezieht sich hierbei im Wesentlichen auf das Ausbil- 
den der ersten Schichten auf einem Substrat, weshalb auf die 
Prozessierung zum Ausbilden von aktiven Bereichen und ver- 
35 schieden dotierten Wannen im Substrat sowie auf das Ausbilden 
von „oberen" Schichtenf olgen nachfolgend nicht naher einge- 
gangen wird. 



Gemaft Figur IB wird nach der Ausbildung von aktiven Bereichen 
durch beispielsweise eine flache Grabenisolierung (shallow 
trench isolation, STI) im nicht f luchtigen Speicherbereich NSB 
5 zunachst auf einem Substrat 1, welches beispielsweise ein Si- 
lizium-Halbleitersubstrat darstellt, eine erste Isolier- 
schicht 2 ausgebildet. Die erste Isolierschicht 2 kann bei- 
spielsweise durch ein Abscheideverf ahren ausgebildet werden 
und besteht vorzugsweise aus einer 20 bis .25 nm dicken Sili- 
10 ziumoxidschicht . Alternativ kann jedoch auch eine thermische 
Ausbildung stattf inden . 

§ 

Gemaft Figur 2A und Figur 2B wird in einem nachf olgenden Her- 
stellungsschritt die erste Isolierschicht 2 im nicht fluchti- 
15 gen Speicherbereich NSB lokal entfernt. Diese Strukturierung 
wird beispielsweise mit einer nicht dargestellten lithografi- 
schen Maske durchgef uhrt , wobei unter Verwendung von nassche- 
mischen oder trockenchemischen Prozessen ein Entfernen der 
ersten Isolierschicht 2 mit nachf olgendem Lackstrippen er- 
20 folgt. Auf die Ausbildung von eventuell notwendigen Wannen 

und sonstigen Dotiergebieten in den jeweiligen Bereichen der 
Halbleiterschaltung wir an dieser Stelle explizit verzichtet, 
da es sich hierbei urn nicht erf indungswesentliche Schritte 
handelt . 
^% 

GemafS Figuren 3A und 3B wird eine zweite Isolierschicht 3 
ganzflachig ausgebildet. Beispielsweise wird diese zweite I- 
solierschicht 3 in einem Ofenprozess oder mittels eines RTP- 
Verfahrens (rapid thermal process) thermisch ausgebildet, wo- 

30 durch sich vorzugsweise eine ca . 7 bis 10 nm dicke Tunnel- 

oxidschicht ausbildet. Diese Tunneloxidschicht wird im nicht- 
fluchtigen Speicherbereich als Tunnelschicht fur die jeweili- 
gen nichtf luchtigen Halblei terspeicher zellen verwendet, wah- 
rend sie insbesondere im Hochvoltbereich HVB gemeinsam mit 

35 der ersten Isolierschicht 2 eine Hochvoltoxidschicht 4 aus- 
bildet, die ca. eine Dicke von 25 bis 35 nm aufweist. Die 
verringerte Dicke ergibt sich hierbei im Wesentlichen auf 
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Grund des verringerten Oxidwachstums auf der ersten Isolier- 
schicht 2. 

In einem weiteren Herstellungsschritt gemafi Figuren 4A und 4B 
5 erfolgt nunmehr ein ganzf lachiges Ausbilden und Strukturieren 
einer ladungsspeichernden Schicht 5 mit einer dritten Iso- 
lierschicht 6, wobei gemafS einem in Figur 4B dargestellten 
ersten Ausf uhrungsbeispiel zunachst die ladungsspeichernde 
Schicht 5 ganzflachig beispielsweise als hochdotierte (insi- 
10 tu-) Polysiliziumschicht abgeschieden und anschlieftend in 
£ vertikaler Richtung beispielsweise oberhalb der Grabenisolie- 

rung STI strukturiert wird. In einem nachf olgenden Schritt 
wird die dritte Isolierschicht 6 ganzflachig ausgebildet, die 
beispielsweise aus einer ONO-Schichtenf olge (Oxid/Nitrid 
15 /Oxid) bestehen kann. Die dritte Isolierschicht 6 dient ins- 
besondere im nicht f luchtigen Speicherbereich NSB als Koppel- 
schicht und wird auch als Koppeloxidschicht bezeichnet. Ins- 
besondere auf Grund der ausschlieJUichen Strukturierung der 
ladungsspeichernden Schicht 5 mit nachf olgender Ausbildung 
der dritten Isolierschicht 6 kdnnen die Seitenwande der 
streifenformig ausgebildeten ladungsspeichernden Schichten 5 
besonders gut isoliert werden, was sich fur die Ladungshalte- 
fahigkeit von Speicherzellen in gunstiger Weise auswirkt. 



20 



30 



Alternativ zur vorstehend beschriebenen leitenden ladungs- 
speichernden Schicht 5 kann in gleicher Weise auch eine nicht 
leitende ladungsspeichernde Schicht verwendet werden, wodurch 
sich die Ladungshalteeigenschaf ten von nicht f luchtigen Halb- 
leiterspeicherzellen weiter verbessern lassen. 



In gleicher Weise kann an Stelle der ONO-Schichtenf olge fur 
die dritte Isolierschicht 6 ein anderes Dielektrikum als Kop- 
pelschicht verwendet werden, wobei insbesondere Schichten mit 
35 hoher relativer Dielektrizitatskonstante eine Reduzierung von 
Schreib/Lesespannungen in dem nichtf luchtigen Speicherbereich 
NSB begunstigen. Ein Programmieren erfolgt hierbei vorzugs- 



weise uber Fowler-Nordheim-Tunneln oder Injektion heifter La- 
dungstrager durch die zweite Isolierschicht 3 bzw. Tunnel- 
oxidschicht. 

In einem weiteren Herstellungsschritt gemafi Figuren 5A und 5B 
wird nunmehr lokal die erste bis dritte Isolierschicht 2, 3 
und 6 sowie die ladungsspeichernde Schicht 5 im Logikbereich 
LB entfernt. Vorzugsweise wird hierbei zunachst ein trocken- 
chemisches Atzen der dritten Isolierschicht 6 und der la- 
dungsspeichernden Schicht 5 durchgef uhrt , die beispielsweise 
auch gemeinsam bzw. gleichzeitig mit der Strukturierung der 
ladungsspeichernden Schicht 5 und/oder der dritten Isolier- 
schicht 6 im nichtf luchtigen Speicherteil NSB gemafi Figuren 
4A und 4B erfolgen kann. Alternativ kann jedoch auch ein 
nasschemisches Atzen des Logikbereichs LB durchgefuhrt wer- 
den . 



Anschlieftend wird beispielsweise unter Verwendung eines nass- 
chemischen Atzvorgangs das aus der ersten und zweiten Iso- 
lierschicht 2, 3 bestehende Hochvoltoxid 4 im Logikbereich 
entfernt, wobei vorzugsweise gepufferte oder verdiinnte Fluss- 
saure (HF) verwendet wird. Auf diese Weise werden grofiflachig 
und auf relativ schonende Weise die vorher auf gebrachten 
Schichten bis zur Oberflache des Substrats 1 entfernt, wobei 
man eine sehr gute Substratoberf lache ohne Versetzungen und 
Fremdatome erhalt . 

Auf Grund dieser sehr guten Substratoberf lache mit einer sehr 
geringen Anzahl von Storstellen kann in einem nachf olgenden 
Prozessschritt eine vierte Isolierschicht 7 ganzflachig aus- 
gebildet werden, die insbesondere im Logikbereich die hin- 
sichtlich Durchbruchsf estigkeit geforderten hohen Anspruche 
hinsichtlich Zuverlassigkei t voll erfullt. Beispielsweise 
wird diese vierte Isolierschicht 7 als Gateoxidschicht (Si0 2 ) 
mittels eines Of enprozesses oder RTP-Ver f ahrens thermisch 
ausgebildet. Sie kann jedoch auch aus der Gasphase abgeschie- 
den werden. 
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In einem nachf olgenden Herstellungsschr itt wird abschliefrend 
eine leitende Steuerschicht 8 ausgebildet , wobei beispiels- 
weise eine elektrisch leitende Polysiliziumschicht abgeschie- 
den und mittels beispielsweise einer TEOS-Hartmaske struktu- 
riert wird. Alternativ kann jedoch auch undotiertes Polysili- 
zium abgeschieden und nachfolgend implantiert oder eine me- 
tallische Schicht als Steuerschicht 8 abgeschieden werden. 
Vorzugsweise wird bei der Strukturierung dieser Steuerschicht 
8 im nichtf luchtigen Speicherbereich NSB gleichzeitig auch 
die Koppelschicht bzw. die dritte Isolierschicht 6 sowie die 
ladungsspeichernde Schicht 5 strukturiert, wodurch sich in- 
self ormige ladungsspeichernde Schichtbereiche bzw. nicht- 
fluchtige Halbleiterspeicher zellen ergeben. In gleicher Weise 
konnen auch im Hochvoltbereich HVB entsprechende Schalttran- 
sistoren ausgebildet werden. 

Figur 5C zeigt eine vereinfachte Schnittansicht gemaft eines 
Schnitts C-C * von Figur 5A in einem Hochvoltbereich, wobei 
ein Hochvolttransistor HVT nunmehr einen Stapel aus einer 
Steuerschicht 8, einer vierten und dritten Isolierschicht 7 
und 6, einer ladungsspeichernden Schicht 5 und einer Hoch- 
voltoxidschicht 4 besteht. Vorzugsweise kann die ladungsspei- 
chernde Schicht 5 in einem vorhergehenden Schritt entfernt 
oder mit der Steuerschicht 8 kur zgeschlossen werden. Die 
Sourcegebiete S und Draingebiete D konnen beispielsweise zu 
diesem Zeitpunkt selbst j ustierend im Substrat 1 ausgebildet 
werden. Sie konnen jedoch auch zu einem spateren oder fruhe- 
ren Zeitpunkt durch verschiedene Verfahren ausgebildet wer- 
den . 

Figur 5D zeigt eine Schnittansicht gemaft eines Schnitts D-D' 
in Figur 5A, wobei ein nicht f lucht iger Speichertransistor NST 
wiederum aus einer Steuerschicht 8, einer dritten und vierten 
Isolierschicht 6 und 7, einer ladungsspeichernden Schicht 5 
und einer Tunneloxidschicht bzw. zweiten Isolierschicht 3 be- 
steht. Wiederum konnen entsprechende Sourcegebiete S und 



Draingebiete D selbst j ust ierend mittels beispielsweise Ionen- 
implantation im Substrat 1 ausgebildet werden. 

Figur 5E zeigt eine vereinfachte Schnittansicht entlang eines 
Schnitts E-E* gemaft Figur 5A in dem Logi kbereich LB, wobei 
ein Schalttransistor ST lediglich eine Steuerschicht 8 und 
eine auBerst hochwertige Gateoxidschicht als vierte Isolier- 
schicht 7 aufweist. 

Demzufolge sind mit dem vorstehend beschriebenen Herstel- 
lungsverf ahren insbesondere eingebettete nicht flucht ige Halb- 
leiterspeicherzellen bzw. -transistoren NST in einem nicht- 
fluchtigen Speicherbereich NSB auf einfache und kostengunsti- 
ge Weise her zustellen, wobei gleichzeitig insbesondere die 
elektrischen Eigenschaf ten von Schalttransistoren ST in ent- 
sprechenden Logikbereichen LB nicht beeint racht igt werden. 
Die fur die jeweiligen_ charakterist ischen Eigenschaf ten not- 
wendigen Isolierschichten, die unmittelbar auf dem Substrat 1 
liegen, kdnnen somit auf einfache und kostengtinst ige Weise 
mit hoher Qualitat in einem gleichen Verfahren hergestellt 
werden. 

Die Erfindung wurde vorstehend anhand von Silizium-Halblei- 
tersubstraten beschrieben. Sie ist jedoch nicht darauf be- 
schrankt und umfasst in gleicher Weise alternative Substrat- 
materialien. In gleicher Weise ist die Erfindung nicht auf 
die beschriebenen Sili ziumdioxid- , Polysilizium- und ONO- 
Schichten beschrankt sondern umfasst in gleicher Weise alter- 
native Materialien. 



Patentanspruche 



1. Verfahren zur Herstellung von ei'ngebetteten nichtfluch- 
tigen Halbleiterspeicherzellen mit den Schritten: 

a) Ausbilden einer ersten Isolierschicht (2) auf einem Sub- 
strat (1) in einem Hochvoltbereich (HVB) , einem Speicherbe- 
reich (NSB) und einem Logikbereich (LB); 

b) Entfernen der ersten Isolierschicht (2) im Speicherbe- 
reich (NSB) ; 

c) Ausbilden einer zweiten Isolierschicht (3) im Hochvolt- 
bereich (HVB), Speicherbereich (NSB) und Logikbereich (LB); 

d) Ausbilden und Strukturieren einer ladungsspeichernden 
Schicht (5) mit einer dritten Isolierschicht (6) im Speicher- 
bereich (NSB) ; 

e) Entfernen der ersten bis dritten Isolierschicht (2, 3, 
6) sowie der ladungsspeichernden Schicht (5) im Logikbereich 
(LB) ; 

f) Ausbilden einer vierten Isolierschicht (7) im Hochvolt- 
bereich (HVB), Speicherbereich (NSB) und Logikbereich (LB); 
und 

g) Ausbilden und Strukturieren einer leitenden Steuer- 
schicht (8) . 

2. Verfahren nach Patentanspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt 
d) nur die ladungsspeichernde Schicht (5) strukturiert wird 
und die dritte Isolierschicht (6) ganzflachig darauf ausge- 
bildet wird. 



3. Verfahren nach einem der 
dadurch gekennz 
a) eine 20 bis 25 nm dicke Ox 

4 . Verfahren nach einem der 
dadurch gekennz 
c) eine ca . 7 bis 10 nm dicke 
ausgebildet wird. 



Patentanspruche 1 oder 2, 
e i c h n e t, dass in Schritt 
idschicht abgeschieden wird. 

Patentanspruche 1 bis 3, 

e i c h n e t, dass in Schritt 

Tunneloxidschicht thermisch 



5. Verfahren nach einem der 
dadurch gekennz 
und zweite Isolierschicht (2, 
ausbilden . 



Patentanspruche 1 bis 4, 

e i c h n e t, dass die erste 

3) eine Hochvoltoxidschicht (4) 



6. Verfahren nach einem der Patentanspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt 
d) eine elektrisch leitende oder nicht leitende Schicht als 
ladungsspeichernde Schicht (5) ausgebildet wird. 

7. Verfahren nach einem der Patentanspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt 

d) eine ONO-Schichtenf olge als dritte Isolierschicht (6) aus- 
gebildet wird. 

8. Verfahren nach einem der Patentanspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt 

e) ein Trockenatzen der dritten Isolierschicht (6) und der 
ladungsspeichernden Schicht (5) durchgefuhrt wird. 

9. Verfahren nach einem der Patentanspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt 

e) ein nasschemisches Atzen der ersten und zweiten Isolier- 
schicht (2, 3) durchgefuhrt wird. 

10. Verfahren nach einem der Patentanspruche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt 

f) eine Gateoxidschicht als vierte Isolierschicht (7) ther- 
misch ausgebildet oder abgeschieden wird. 



11. Verfahren nach einem der Patentanspruche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Struk- 
turieren in Schritt g) mittels einer Hartmaske erfolgt. 
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Zusammenf assung 

Verfa'hren zur Herstellung von eingebettete'n nichtf luchtigen 
Halbleiterspeicherzellen 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von ein- 
gebetteten nichtf luchtigen Halbleiterspeicherzellen mit den 
Schritten Ausbilden einer ersten Isolierschicht (2) auf einem 
Substrat (1) in einem Hochvoltbereich (HVB) , einem Speicher- 
bereich (NSB) und einem Logikbereich (LB), Entfernen der ers- 
| ten Isolierschicht (2) im Speicherbereich (NSB) , Ausbilden 

(0 einer zweiten Isolierschicht (3), Ausbilden und Strukturieren 
einer ladungsspeichernden Schicht (5) und einer dritten Iso- 
lierschicht (6), Entfernen der ersten bis dritten Isolier- 
15 schichten (2, 3, 6) sowie der ladungsspeichernden Schicht (5) 
im Logikbereich (LB), Ausbilden einer vierten Isolierschicht 
(7) und Ausbilden und Strukturieren einer leitenden Steuer- 
schicht (8) . 

20 Figur 5B 
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Bezugszeichenliste 



1 


Substrat 


2 


Erste Isolierschicht 


3 


Zweite Isolierschicht 


4 


Hochvoltoxidschicht 


5 


Ladungsspeichernde Schicht 


6 


Dritte Isolierschicht 


7 


Vierte Isolierschicht 


8 


Steuerschicht 


HVB 


Hochvoltbereich 


NSB 


nichtf luchtiger Speicherbereich 
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FIG 5D d-d. NST 
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